NPN SILICON TRANSISTOR, HOMOBASE

TRANSISTOR NAN SILICTUM, HOMOBASE

Compl. of 2N 6107 series

2N 5490 2N 5492
2N 5494 2N 5496

- LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance

- High current switching
Commutation fort courant

Dissipation
Variation de dissipation
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PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
2N 5490
a0V {
2N 5494
Vcro { 55 V 2N 5492
70V 2N 5496
Ic 7A
Ptot 50 W
2A 2N 5490
25A 2N 5492
h21E ) 3'A 2N 5494 20-100
35A 2N 5496
Rthij-c) 25° C/W
Plastic case TO-220 AB - See outline drawing CB-117 on last pages
Boftier plastique Voir dessin coré CB-T17 dernidres pages
Weight : 2 g Collector is connected to case
Masse Le colfecteur g5t relid au boitier

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

fouge = 25°C

{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

2N 5490 2N 5492 2N 5494 2N 5496

Colecior-base voltage

A"
Tension coliecteur-hase cBO 60 75 60 80 "
Collector-emitter voitage v
Fension collectur-émettour CEO 40 55 40 70 v
Collector-emitter voltage = v
Tension colfecteur-dmerteur HBE 1002 CER 50 65 50 80 A
Collector-emitter volta s
Tension m!incuur-émtraugf Vge =15V Veex 60 75 60 80 v
Emitter-base voltage
Tenszion émetteur-base VEBD 5 51 51 5 AV}
Collector current
Courant collecteur IC ¥ 1 7 7 A
Base current
Courant bage ‘.B 3 3 3 3 A
Power dissipation
Dissipation de puissance P!Dt 50 50 50 50 W
Junction temperature 1;
Température de fonction ey i 150 150 150 150 °C
Storage temperature min t —B5 —65 —65 —65 °C
Tarmpérature de stock age s stg + 1560 +150 +150 +180 °C




2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

S
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{Unless otherwise stated)
{Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de rmesure

Min. Typ. Max.

VCE =70V
Voo =16V 2N 5492 1 mA
BE r
Vgg =70V
VBE=-1.5V 2N 5482 5] mA
t05q = 160°C
v =56V
VCE =_15Y 2N 5494 i ma
BE — s
Collector-emitter cut-off current |
Courant résiduel collscteur-émetteur Ve =55V CEX
Vgg =-1.5V 2N 5494 5 mA
| 150 °C
W =85V
VCE . 2N 5496 1 mA
BE ™~
VCE =86V
Vg =158V 2N 5496 5 mA
Lease = 150°C
Vgp =0V 2N 5480 2 mA
Rgg = 10082 2N 5494 05 mA
v ma
a5 = 160°C
Veg =55V
Rgg = 10052 2N 5492 05 mA
Collector-emitter cut-off current |CER
Courant résiduel colfecreur-dmatteur Vep =85V c
Tegse = 150°C
v =70V
tohse = 180°C
Emitter-base cut-off current Vgg =8V I y -
Courant résidue/ émetteur-base |c = EBO




2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496

STATIC CHARACTERISTICS t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIOUES case (Sauf indications cantraires)
Test canditions ;
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
2N 5490 | 40 v
Collector-emitter breakdown voltage | '¢ = 100mA v » | 2N 5492 | 55 v
Tension de claquape collectaur-émertaur g = CEQ{sus) oN 5494 | 40 Vv
2N 5496 | 70 v
2N 5490 | B0 v
Collector-emitter breakdown voltage Ilc =100 mA v % | ZN 5492 | 65 '
2N 5496 | 80 v
ZN 5490 | 60 v
Collector-emitter breakdown voltage | ¢ = 100mA v #*|2N5B492 | 75 v
Tension de claguage collecteur-dmetteur Vgg =-15V CEX(sus) 9N 5494 | 60D v
2N 5496 | 90 v
Vep =4V
CE _ 2N 5490 | 20 100
Vo =4V
. CF IN 5492 | 20 100
Static forward current transfer ratio lg =25A *
I!Iahur starigue du rapport de transiert T hsz
diract du courant VCE on 5454 | 20 100
IC =3A
V=4V
CE _ 2N 5496 | 20 100
gz mE 2N 5490 1 v
. =254
_ | =025A 2N 5492 1 v
Collector-emitter saturation voltage Veg *
Tensian de saturation collecteur-dmutteur g, =FA sat
|'|3 =03A 2N 5494 1 v
| =354
lg =035A 2N 5496 1 v
Veap =4y
CE _ 2N 5490 11 v
IC =2A
Veap =4V
CE _ N 5492 1,3 v
" I'C e 2.5 A *
Basmlttar voitage UBE
Tansion base-dmetteur VCE =4V
I =3A 2N 5494 1.5 v
Vap =4V
CE
o =35A 2N 5496 1,7 v
#* pulsed t,=300ps & < 2%
impulsions
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2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496

———— SE—— T ————— - P
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ({pour petits signaux)} case [Sauf indications contraires)

Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
- ¢ VCE =4V
ransition frequency _
Fréquence de transition lg =05A fr 0.8 MHz
f = 1 MHz
VCC =30V
e = 2ZA 2N 5490 5 Hs
| g = 02A
VCC =30V
e = 25A 2N 5492 5 us
lB =025 A
Turn-on time —
Temps total d'dtablissement d T
lp =3A 2N 5494 5 s
g = 03A
Vep = 3ov
g =35A 2N 5496 5 us
Ilg =035A
e =2A ZN 5490 15 us
"B =+02A
hee "=23A 2N 5492 95 us
'B =+025A
Turn-off time .+t
Temnps totsl de coupure f
VCC =30V
le =3 A 2N 5494 15 s
Iy =*03A
e = 35A 2N 5496 16 s
IE =+ 0,35 A
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
Junction-case thermal resistance . &
Résistance thermigue (jonction-boitier) Rinlj-c) 25 c/w
Junction-ambient thermal resistance .
Résistance thermique fjonction-ambiants) R‘U"i!'ﬂ 70 “C/W
S ——— e T e e e | Py R Y




2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité
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SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION

Re
Rg Re
lB1 e ] [ aNsag0 | 2802 15
O—CI——K GV 2N 5492 200 1282
“Te2 JNB49s | 159 | 10Q
2Ns406 | 129 | 820




2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la résistance thermigue en

rdgime d'impulsions
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